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на авторефФа' дисёертации.}1еньплина Александра €ергеевина на тему
<<Формирование и функциональньпе свойства наностру|стур на основе

порпстого кремния)' представленной на соискание уленой степени доктора

физико_математическ[{х наук по специ€}пьности 01.04.10 _ физика
по]гупроводников.

3начительный интерес к пористому кремни|о' а так)ке различным
наносщукцрам и нанокомпозитам на его основе, связан в перву|о очередь с
его .т11оминесценцией в видимой области спектра и больш:ой площадь|о

удельной поверхности, не характернь|ми д.]1я щиста]1пи}1ескогт) щемния. |1ри

этом 14зменяя морфологито |1 состав поверхности пористого щремния
различнь|ми методиками' формгщуя композитнь|е стуктурь|' можно
добиться !пщ)окого диап€вона функциональнь1х свойств этого матери€}ла и

рас|11ирить области его практи!|еского применени'[. в связу\ с этим

диссертация .[|еньц:ина А. €. посвященн€|я вопросам формирова1{14я таких
систем имеет несомненну[о а|стальность.

1( наиболее в(';'1снь']}' ре:'ульп'ап'&!|1' диссертации А.€. .[1еньц:ина мо)кно
отнести: 1. Разработаньт методики формировЁш{ия многофункцион€|"пьньп(
наностру|(тур и металлосодерх(а!ц[п( нанокомпозитов на основе пористого

щемни'1 с ]1|ироким диапа:}оном фу"*ционапьньп( характеристик пщем
управ]1ения технологи1{ескими параметрами синтеза 14 постобработок
поверхности; Разработанные методики могуг бьтть использовань1 для
создания т|1ирокого спе1(тра многофункцион€!.пьньтх материапов на основе

щемниевой технологии д]ш| целей оптоэлектоники' вк,1|очая гибрилнуло
элекщонику А3Б5/51, сенсорнь|е и медицинские грименени'1. 2. Фпределены
механизмь1 дещадш{ии состава хими!{еск|о( связей поверхностньп( слоев

шористого 1Фемния и связанньп( с ними фотолпоминесцентнь1х свойств,
предло)кены эффективнь|е методики их устранену1я.

!осгповерносп'ь результатов диссертации обеспечивается применением
современньтх методик исследовану1я состава 14 свойств поверхности'
представление в диссертац'1и больш:ого массива согласук)щихся между собой
эксперимент€|"льньп( данньтх' хоротшей апробацией результатов' о чем
свидетельствует достато]|но вь|оокая цитируемость работ автора, нали1{ием
г]ате1{тов на изобретения.

€нитало, что акцальность темь| и объем вь1полненного исследовану1я,
новизна, теоретиче9кое и пР€[ктическое значение пощп19цч5' резупьтатов
отвеча}от всем щебованиям вАк РФ, предъявленнь1м к докторским
диссертацу!ям' в частности, соответствует всем требованиям п. 9 - |4
действулощего <<|!оло>кения о прису)кден|1|4 г{еньп( степеней>>,

щвер>кдённого постанов.]1ением |{равительства РФ от 24 сеуатя6ря 201-3 г. }{!

842 (с изменениями постановпения |{равительства Российской Федерации от



21 атреля 20|6 г. ]ч[э 335)' предъяв]1яемым к докторским диссертациям, а её

автор' .}1еньп:ин &ександр €ергеевит' засщпкивает присух(дени'| уяёной
степени доктора физико-математических наук по специш1ьности 01.04.10 _

<< физика по]гупроводников)).
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